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JUNTURA CORTA
Wp << L, Wy << Lp
P (N + N (Np)
+ Pal%n)
Ng(X) Np(Xp) - |+ Pn(X)
ol '
npO * pno
- We p Xn Wy
I
Vo'
dnp (x) np(_xp) — Npo dpn(x) _ Pn(Xn) — Pno
\ Wp dx - WN
14
np (_xp) = npOe(VD/UT) pn(xn) = Pnoe( D/UT)
Vp
dnp(x) = [anE(VD/UT) — Tlpo} dpn(x) =— [pnoe( /UT) - pno]
dx Wp dx Wy
dnp (x) _ 1ol ("/y.) dpn(x) _ Pno (24 _
dx Wp [ or 1] dx - WN [ € ! 1]
dn,(x dpn(x)
]Dn(x) =q Dy ;}E ) ]Dp(x) =-q DP dx
D
]Dn(x) = % [ e(VD/UT) _ 1] ]Dp(x) = M [ e(VD/UT) — 1]
Wp Wy
q Danpo  qDp pn
<[ el )
Dpnypo Dy Pno (VD/ ) B
IT—qA[ W +—WN ][e ur) _ 1]
Ir = 15[ e(VD/UT) - 1]
Is =qA Iy = gAn? W N W T

Wp Wy pNg nNp

\ I Para Juntura Corta /
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JUNTURA ASIMETRICA
« Cuando una de las zonas ( N o P) tiene muchas mas impurezas que la otra
-N* P Np >> N,
*P*N Na >> Np

*En estas condiciones el pardmetro IS esta determinado por la zona menos contaminada

D D D D
p n 2 n p
I; = qn?A + Is = qAn; +
t LpND L,Ny WpN,  WyNp
D 2 Dp
I = n-ZA[ "]—>N+P I, = n-A[ S PN
s = QA s = A LpNp
| JUNTURA LARGA |
Is = qATL-z [L]—)N"’P I. = gAn? [ Dp ]—)P+N
UlwpNy s = qan; WNND
| JUNTURA CORTA |
CAPACIDAD DE DIFUSION
Q,p: Carga de Juntura Corta Qpn: Carga de
electrones en la huecos en la
zona P zona N
P (Na) A . N (Np)
I N
\ Ny(-Xp) - + /
| R
T Moo Qnp |+ QpN P
-Wp Hp Xn Wy
I

Vo

1 , 1
Qnp = EQAWPn p(=xp) Qpn = EqAWNp’n(xn)

Qnp = %qAanpo[ e(VD/UT) — 1]

Qpn = %qAWano[ e(VD/UT) — 1]

|

Carga almacenada de
huecos en la zona N

Carga almacenada de
electrones en la zona P
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Suponiendo una Juntura P*N ———> ‘ Qnp K Qpn

Qpn = %qAWanO[ e(VD/UT) - 1] \
QpN _ WZ

;= 94| ("2fy,) ]

iy |

T; — Tiempo de transito - =Ir

Tiempo de Transito: Tiempo que demora un hueco en atravesar la
zona P

= Tyl — (= — =T > gy =
Q=T Capacidad [(] C== P TAR T av  Ur

I _ b/
CD — TTU_T I—Is[e( UT)—I]

CAPACIDAD DE DIFUSION
Juntura Larga

Concentracién
de portadores

+ N (Np)

P (Na)

- Carga almacenada en las zonas neutras con polarizacion directa

Qpy — Carga de huecos en la zona N

Para una juntura P*N  Q,y > Qpp

—X+Xp

Wy Wn
Qrn = g4 f P () dx Qpn = g4 j aen) — el B

n
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QpN =qA Lp [pn(xn) - Pno]

Qpn = qALypno le (VD/UT) 1]

I = % [e(VD/UT) — 1]

Ly
QpN L%) . . .
=D = — tiempo de vida medio de los huecos
P
Q= 1pl 1 = 15l e("/or) 4]
_dQ dQ dl ar _ 1

_ _de _dr ‘Y _
Capacidad [C] ¢ v v gy T av Uy

I

CD = TpU_T

Ancho de la zona de Deplexion vs. Tensién aplicada a la Juntura
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Wp

—Xp Xn
D —
Xm = Xp + Xp

Wy

Xmo — ancho de la zona de deplexion sin polarizacion Vp, = 0
Xm < Xmo — para polarizacion directa Vp > 0

Xm > Xmo — para polarizacion inversaVp < 0

El ancho de la zona de deplexion varia con la tension aplicada a la juntura

Ci=¢e—
j X,

G~ fxm) — xp - f(Vp)—

—> Capacidad de la zona

de deplexion

F
£=1,04x10712 [—]
cm

C; »Capacitor variable con
tension

Buscamos la funcion x,,(Vp) para obtener C;(Vp)

Xm

|

Xn

-

X

p (Densidad de carga)

q Np
dxv p  p — densidad de carga _
—=-= . ) Xp Nao =%, Np
dx &€ & - constante dielectrica
del silicio
-Xp Xn X
Ecuacion de Poisson an
= A
E (Campo Electrico)
Xp Xn X
av
E(x) = ——
() ax
V (Potencial
V2
Vio + Vr
\%1

“Xp

Xn
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Ecuacién de Poisson v p p — densidad de carga
para una dimension dx? € & = constante dielectrica del silicio
v _ ala <x<0
—=—" o —x,<x
dx? £ P
d? d
Integrando -~ respecto de x obtengo & — av _aNax .
dx dx dx € 1
. N,
Condicion de borde Z—Z =0-x=—x, e C, = a%p
&
_aNalxtxm) i<
dx £
E(x) = —3—1=—7qNA(1+x”) —>  —x,<x<0

qNax
|Emax| = |EC0)] =Tp

av N, [x?
Integrando —— obtengo — 5 (y) = qTA (7 Lxx xp> +C > —x,<x<0
_ qNAx;%

Condicion de borde V(-x,) =0 ——» (, 5
€

gN

Vix) = 2: (x+xp)2 - —x, <x<0

qNAx;%
V,=V(0) =——-
L =V(0) =5+
qNpx}
2¢&

Analizando entre 0 < x < x, —_— > V,=V(x,) =

V1+V2=‘/jO+VR=_]‘O+VD

vV

Vio + Vg

Vi
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V1+V2=Vj0+VR=_j0+VD

14

Vio + Vg

Vi

—Xp 0 Xn

q
Vio+ Vg = % (Npx2 + Nyx2)

2 2
qxiNa (N, qxZNp (Np
Vio + Ve 2¢ (ND * 2¢ \N, *

28(]/]'0 + VR)

N
qN, (N—g + 1)

ZS(VI‘O + VR)

x2 = — NN
qNp (N—Z + 1)

2
Xp =

ZS(VjO + VR)
Ny

Para junturas asimetricas:

2 _ 2
x5 = X5 =

— \1/2

PN — Xm=X= | 28 [(Vp+Vr)"
— \1/2

NP —» Xn=Xp = | 28 |(Vjo+Vr)"
\q NA_/

%

IEmaxl = [ 2 q _NQ_A_N_ (Vjo + VR ):|
€ ( ND + NA)

ZE(VJ‘O + VR)

N,
N, (—D+1)
qNp NA
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Capacidad de Juntura

F
C]- =E&€— e=104x10"12—
Xm cm

eNyN 1
C] — A q AND
2(NA+ND)Vj0 VR
1+V—_
, jo
B _ _ q ENgNp
ParaVg =0 Ci=Cp Cio _A\/F—ND)VJ-O

Capacidad de Juntura

Para calcular Cj supongo una juntura asimetrica P*N » Xm=Xn

— —
= _eAe - AE 2¢e(q ND 1
[ ] (v,o+vR)/2 2 L Vo J (1+ve)*
g N Vio
— %
ParaVg=0 —> Cj-Cjo- Ag | 2eqNp p/ juntura P*N
2 Vio
— -~ 1/2
ParaVR=0 —> Cj=Cjo- Ag |[2&0aNa p/ juntura N*P
2 Vio
Cj- _Cjo
(1+ Vg)™
Vijo
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